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The results of an experimental study of the magnetic properties and crystal structure of 

the Co100-xWx films (x < 22 at. %) sputtered on the glass substrates without and with Ru buffer 

layer in the temperature range of 5-350 K are presented. 

 

Сплавы на основе Со, демонстрирующие высокие функциональные свойства 

в различных сферах применения магнитных материалов, традиционно являются 

предметом повышенного исследовательского интереса. В плёночных магнитных 

средах к числу указанных свойств, в частности, относится так называемая пер-

пендикулярная магнитная анизотропия – необходимый атрибут материалов для 

перпендикулярной магнитной записи. Формирование перпендикулярной анизо-

тропии является нетривиальной задачей, поскольку этому препятствует эффект 

анизотропии формы планарных объектов. Определённый потенциал в этом отно-

шении демонстрируют плёнки системы Со-W [1]. Однако его более или менее 

успешная реализация требует расширения знаний о природе магнитной анизо-

тропии в этом материале. Одним из способов получения соответствующей ин-

формации является изучение реакции свойств магнитоупорядоченных объектов 

на внешние воздействия. Данная работа посвящена следованию влияния темпе-

ратуры на параметры перемагничивания плёнок Со-W нескольких составов.  

 Исследовались пленки системы Co100-xWx (0≤x≤22), полученные методом 

магнетронного сораспыления однокомпонентных мишеней Со и W на стеклян-

ных подложках Corning. Плёнки осаждались непосредственно на поверхность 

стекла (образцы типа А) или подложки, покрытые буферным слоем Ru толщиной 

5 нм (образцы типа В). Толщина слоёв Co100-xWx составляла 40 нм. Измерение 

магнитных свойств проводились на установке MPMS XL-7 в интервале темпера-

тур 5-350 К.  

Известно [2], что введение W приводит к существенной модификации гисте-

резисных свойств плёнок Со, в том числе к образованию в области      x~10 ат. % 
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так называемого закритического состояния, свидетельствующего о наличии пер-

пендикулярной составляющей анизотропии. Указанному состоянию соответ-

ствует специфическая («скошенная») форма петли гистерезиса, измеренной в 

плоскости плёнки (рис.1,а). На рис.1,б показано температурное изменение пара-

метров такой петли в образце Co91,1W8,9 типа А, в сравнении с аналогичными ха-

рактеристиками плёнки чистого Со. Ход зависимостей Нс(T) и Mr/Ms(T) можно 

интерпретировать как отражение температурного изменения кристаллической 

магнитной анизотропии в поликристаллическом образце при наличии кристал-

лической текстуры. В работе проведён сопоставительный анализ структурного 

состояния и температурного изменения магнитных свойств плёнок разного со-

става, осажденных на различные подложки (образцы типов А и В), который под-

тверждает предположение о кристаллической природе перпендикулярной со-

ставляющей магнитной анизотропии.  

 

 
Рис. 1. Общий вид (а) и температурные зависимости параметров (б) петель гисте-

резиса плёнки Со91,1W8,9 типа А. Линии без выделенных точек отражают темпера-

турное изменение аналогичных характеристик плёнки Со: Нс(T) -  линия 1; Mr/Ms(T) 

– линия 2. 
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